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ICの製造技術は,集積度の向上,恍電力化,伝来削牛の向上,コストパー

フォーマンスの向上などの形をとり,現在も技術進歩の度合いを落とすこ

となく進行している｡これにより64kビットダイナミックRAMや16ビット

マイクロコンピュータの量産が進み,また,高級言語S-PL/Hも含むサポ

ートソフトウェアも整備され,応用分野もOA(オフィスオートメーション),
m(ファクトリオートメーション)などの用語を生み出しながら,更に広がりを

増している｡新しい応用分野が展開されるにつれ,電子部品の分野でも一段

と進んだテクノロジーを駆使しながら,例えば,64kビットCMOSスタティッ

クRAMや256kビ､ソトダイナミックメモリが開発され,16ビットDMACのよ

うな非常に高度の機能をもったデバイスも出現した｡バイポーラの高速技

術も1kビットで6ns,4kビットで8nsのような超高速のメモリデバイスを実

現Lた｡フロ､ソヒ【ディスクの周辺ICとしては,リニア,ディジタル結と#

の【ロ柑各をIC化したものか開発された｡

一方,オフィスオⅥトメーションやホームオートメーションの発展は優
れたディスプレイのニーズを高め,超高精細カラーディスプレイ管やグラ

フィック液晶などを生み出Lた｡これらの分野では,カセット形磁気バブ

ルメモリなども開発され,小形化,性能向上,低電ブJ化のこ-ズに対応し

ながら､機器の携帯を可能にし,個人用のビジネス,教育,娯楽への道を

拉ごげて,更に新しい展開へと進みつつある｡

このほかにも電子部品の進歩は,その応用分野の枝葉を充実Lながら,

新しい用途の開拓,新しい部品の出現を続けている｡例えば,通信分野で

は新しし､LSIが技術革新をサポートしており,CMOSシングルチップCODEC

やシングルチップディジタル信号処理LSIプロセッサ"HSP”がその一例

である｡また,ビデオカメラの分野ではカラービューファインダ管や高解

像度国体撮像素子が開発きれている｡電力用としては,SSR(Solid State

Relay)や高耐比,大電流GTOサイリスタなどのシリーズ開発か行なわれた｡

電子部品の新製品の傾向として,最近の大きな流れとしてはセミカスタ

ム化への対ん仁があり,この目的に沿って種々のデバイスか開発されている｡

シングルチ､ソプマイクロコンビュMタは4ビットに加え8ビット製品が開

発され,特にCMOS製品が増えつつある｡シングルチップマイクロコンピ

ュータはROMコードを変えることにより,セミカスタムに対応している｡
また,ゲ【トアレイもCMOSあるいはBi-CMOSの製品が多数開発され,

ゲート回路へのセミカスタム化に対応している｡更にマスクROMなども黄

近は新製品も増え,需要量も急激に増加しつつある｡これらのセミカスタ

ム対応の製品については,開発体制の整備や仰の短縮などでも顧客ニー

ズヘの対応に努力が続けられている｡

二うして,電子部品はますます多様化する顧客層や新しい応用分野のサ

ポートを′受けて,‾更に新しいデバイスの開発とコストパーフォーマンスの

向上に進んでいる｡電子部品は明日の社会を担う先端技術の中枢として,

ますます重要性が高まりつつあり,それだけに激しい技術革新の競争を日

夜続けていくことになる｡
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電子部晶
グラフィック液晶デイスフPレイの

開発

液晶は低電圧,低消費電力,薄形と

いう特長をもっており,ポータブル形

情報端末のディスプレイとして注目さ

れている｡従来の製品は簡単な文字表

示が主体であったが,文字だけでなく

図形も表示可能な縦方向64画素,横方

向240画素表示グラフィ ック液晶ディ

スプレイ を製品化した｡

図1にブロック図を示す｡高精度な

大形液晶パネルと高時分割駆動が可能

な液晶材料の開発により,64×240画素

表示を実現した｡またCMOS-LSIによ

る駆動回路,コントロール回路の開発

により,使いやすいサブシステムを完

成させた｡今後,さらに表示画素数を拡

大していく予定である｡

データ端末,ハンドへ■ルドコンピュ

ータ,パーソナルコンピュータ,ワード

プロセッサなどへの応用が期待される｡

ディスプレイ用CRTの開発

ディスプレイ用CRTはOA分野への

利用が急速に進み,漢字やグラフィ ッ

ク表示など高級端末やパーソナルコン

ピュータの表示などで読みやすく,疲労

の少ない製品が要求されている｡これ

に対してマスクピッチを0.2mmとして

画素密度を従来の2倍以上にした超高

精細蛍光面の技術を開発し,高画質表

示端末への応用を可能にした｡また,



(0)

】●

図3 高解像度固体撮像素子

図2 128kバイトカセット形バブルメモリ

モノクロCRTではファクシミリ との共

用のため8本/mmの超高解イ象度電子銃

を開発し,その製品化を進めている｡

読みやすく‥疲労の少なし､表示のために,

カラー,モノクロCRTとも表面の鏡面

反射低減のため従来のエッチング方式

の他多層膜コーティング方式の製品化

や,蛍光体の発光色や残光特性など,

用途に応じて選択ができるよう幅広い

製品を開発している(表1)｡

カセット形磁気バブルメモリの

開発

ポータブル機器やパーソナルコンピ

ュータ用メモリとして媒体交換可能な

カセット形バブルメモリを開発した｡カ

セット形バブルメモリは,書換え可能な

不揮発性メモリで,アクセスタイム13

ms,低J肖費電力(動作時5W),小形軽

量で携帯に便利な薄形とした｡カセット

形バブルメモリは,1Mビットバブルデ

バイス,センスアンプを内蔵したカセ

ット､周辺回上略を実装したアダプタか

ら構成している(図2)｡周辺回路を専用

LSI化,IC化し部品数を削減した(当

社比-を)｡電源は＋5V,＋12Vとし電

i原シーケンスは不要にした｡今後,新ア

ーキテクチャの高機能コントローラを

使用し,256kビット～4Mビットまで互

換性をもつカセット形バブルメモリを

開発し,昭和58年度に製品化する｡

高解像度固体撮像素子の製品化

残像焼付がなく,高忠実色再現性に

富み,小形軽量で長寿命の特長を備え

た固体撮像素子を,空間画素高密度配

置法のj采用により,さらに高解像度化

した｡従来のカラー素子では,水平解

像度は280TV本,垂直解像度は350TV

本,モノクロ素子ではそれぞれ240TV

本,190TV本であったが,NTSC用カ

ラー素｢HE98225〔図3(a)〕およぴPAL

とSECAM用カラー素了一HE98223〔同

図(b)〕では水平解像度は350TV本,垂

直解像度は400TV本,モノクロ素THE

98222〔同図(c)〕ではそれぞれ500TV本,

350TV本を実現した｡これにより,固

体撮像素子の応用分野はVTR用だけで

なく,工業計測用視覚センサ,ENG用

3板式カラーカメラへと広がった｡

表I CDT特性およびMDT蛍光体特性

(a)超高精細カラーディスプレイ管370NMB22特性

＼項目

形名

蛍光面
ピッチ

(mm)
電 子 銃

画面中央

ビーム径

(mm)

明るさ

(全面白)

(ft-+)

ビーム

電)充

(mA)

パネル

透過率

(%)

ドット総;阻数
ドット分解能

(表示トノト解像度)
表示文字数 グレード

370NMB22 0.Zl

インライン配列

B一∪形

¢0.4 15 0.45 86 約160万組
l′120ドット

(240mm幅で)
6′000文字以上 超高橋紳

370+YB22 0.31 ¢0.5 40 0.45 86 約70万組
720ドット

(240mm幅で)
2′000文字以上 高精細

(b)モノクロームディスプレイ管蛍光体特性

名 称 蛍光色 残光色
残 光 特 性

用 途
分 筆頁(注)残光時間

P4 白 白 やや短い 6恥S テレビジョン受像機,ディスプレイ装置

P3l 緑 録 やや短い 38/+S ディスプレイ装置,オシロスコープ

P39 黄緑 黄緑 長い 150ms 低速レート.ディスプレイ装置

P42 黄緑 黄緑 長い `40ms 低速レート ディスプレイ装置

P4A● アン′ヾ- アン/(- やや短い 60/ノS ディスプレイ装置

P4し一 白 黄 長い 130ms 低速レート ディスプレイ装置

P4Y● 黄緑 黄緑 やや短い 6恥S ディスプレイ装置

LA- アンノヾ- 濃橙 長い 100ms 低速レート,ディスプレイ装置

MA- アン/(- 濃橙 普通 50ms ディスプレイ其置

注:残光特性は残光時間により次のように分類される｡

非常に長い=s以上),長い(柑Oms～ls),普通(卜100ms),

やや短い(10I`S､Ims),短い(ト川〃S),非常に短い(l〟S以下)

小形高性能単管サチコン⑧の

量産イヒ

民生用カラーテレビカメラの小形化

のラ央め手となる13mm単管カメラ用サチ

コン⑧が量産化された｡本製品は表2

に示すように,色搬送波は標準形の3.6

MHz及び高解像度形の3.9MHzの2仕

様がNTSC方式用,mL方式用にそれ

ぞれ用意されており,解像度は標準形

18mm管と同等以上の240～260TV本がえ

られている｡

損保面の大きさが18皿m管の約-をであ

るため,カメラ用レンズを小形･軽量

に設計することができるのでカメラの

軽量化に寄与するところが大きい｡ま

た,色分解ストライプフィルタとして

新しく開発されたマゼンタ補正ストラ

イプフィルタを付加したため,色再現

性が著しく向上し,特に赤領j或では色信

号S/N比を約3dI∋高くすることができた｡

カメラメーカーにおける組込調整を

容易にするため,コイルアセンブリに

組込み調整済みのユニットも同時に製

品化してし､る｡

半導体

CMOS8ビットシングノレチップ

マイクロコンピュータ製品系列
の強イヒ

‾最新のCMOS3/∠mプロセス技術を採

用した8ビットシングルチップマイク

ロコンピュータ系列には,マイクロプ

ログラム方式,パイプライン制御など

のアーキテクチャを採用し,高精度,

高速処】翼が要求される分野への応用に

適したHD6301ファミリと,比較的小規

模のシステムf別御J弔マイクロコンピュ

ータとLて開発したHD63LO5がある｡

これらの製品は,同一チップ上にCPU

クロック発振回路,ROM,RAM,Ⅰ/0

ポ】トおよびタイマなど,システム構

成に必要な基本機能を備えている｡ま

た,HD6301ファミリは,外部拡張モー

ドも可能で,CMOSのROM,RAM,周

辺LSIを組み合わせて,オールCMOS

表213mm単管カラーカメラ用サチコン⑧およびサチコン㊧ユニット

品 名 色分離方式
壬椴送;虚

(MHz)
放送方式 備 考

∪9380
一周波相関分離 3.58 NTSC コイル組込ユニット

Ug381 PA+/SECAM

H4180 3.9 NTSC

H引81 PA+/′sECAM

･印は,日立特殊蛍光体を示す｡ 注:管球全長(96m).コイル外径(Z2.5mm)

管球外径=3.5mm),コイル含重量(45g)
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匡14 H68SD5とエミュレータ

表3 CMOS 8ビットマイクロコンピュータラインアップ

形 名 特 徴 捜 能

電 気 的 特 性 lパッチ
】ン′

電源電圧
最小命令
実行時間

消 費 電 力書II

HD6303

C･高速CPU

亡低消費電力モート可能

OHD6即lの拡張命令セット

064kバイトのメモリ空間

0エラー検出機能

‾ノ128バイトRAM

〔ノ詞歩同期式

_･16ビットタイマ
:二8ビット乗算

5V l〃S

0,5/ノS

通 常 動 作 30mW

DP-40

FP-54

スリープモード 5m〕V

スタンバイモード 川〃W

HD6301V

｢_)高速シングルチップマイクロコン

()低消費電力モード可能

r:4kバイトROM

‾_･128バイトRAM

5V

通 常 動 作 30mW

DP-40

FP-54

スリープモード 5mWOHD6801の拡張命令セット J二′調歩同期式S.C.l.
-.us

⊂〉64kバイトメモリ拡張可能

0エラー検出模範

ニー6ビットタイマ

･こ′8ビット乗算

0.5/JS

スタンバイモード 川/JW

HD6303×一

⊂〉高遠CPU

○低消費電力モード可能

∩64kバイトのメモリ空間

口6800′/8080系バスインタフェース

○メモリレディホルト機能

こ･192バイトRAM

･′･24本の入出力端子

L‾_･調歩同期′′同期式S.C.l.

･二･畠,16ビットタイマ

5V l〟S

0.5/ノS

通 常 動 作 30mW

DP-64S

FP-80

スリープモード 5mW

スタンバイモード 10/+W

HD630JX◆

⊂)高速シングルチップマイクロコン

･つ低消費電力モード可能

･:･4k′ヾイトROM
:･192バイトRAM

5V

通 常 動 作 30mW

DP-64S

FD-80

スリ【プモ【ド 5mW⊂ノ64kバイトメモリ拡張可能 ･■‾･53本の入出力1蒜子
l/JS

こ680()′ノ8080系バスインタフェース

0メモリレテごィホルト機能
･こ調歩同期同期式S.C.l.

･二8,16ビットタイマ

0.5/JS

スタンバイモード 柑/JW

HD63POIM-

OEPROM搭載形

高速シングルチップマイクロコン

(⊃HD6301Vをサポート

〔)4k,8kバイトのEPROMが]喜載可能

ノ128バイトRAM

∴調歩同期式S.C.l.

･16ビットタイマ

･■二･8ヒット乗算

5V り上S

通 常 動 作 30mW

DC-40Pスリープモード 5mW

スタン′くイモード 川/JW

HD63し05

0低消費低電圧
シングルチップマイクロコン

0低消費電力モード可能

OHD6805と同一命令セット

･こ･4kバイトROM

:ニノ96バイトRAM

;二′･8ビットA-D変換器

⊂･+CDドライバ

3V 10/JS

通 常 動 作 100/JW

FP-80ホールトモード 40〃W

スタンバイモード 0.5/ノW

注:* 開発中,** 上段は標準製品,下段は高速バージョン晶, *** 標準周波数動作時の消費電力(typ.)を示す

のマイクロコンヒーユ【タンステムがイ構

成できる(表3)｡

シングノレチップマイクロコン

ピュータ用プログラム開発支援

装置の開発

シングルチップマイクロコン ビューー

タの用途は拡大の一途をたどり,これに

内j哉するために開発を要する7■‾ログラ

ムの量は大変な勢いで増大を続けてい

る｡そのため,安価でLかもプログラ

ム作成からデバッグに至るプログラム

開発の全作業を効率良く行なうための

プログラム開発支‡菱装置が必要となる｡

[】立製作所では,二の上枝装i#とLて

H68SD5およびエミュレータの開発を

行なっている(図4)｡H68SD5はキー

ボード,CRT,フロッヒーディスクを備

えており,プログラムの作成,編集,

アセンブルを効率良く行なうことがで

きる｡更に,これに対象となるマイクロ

コンピュータに応じたエミュレータを

接続することにより,リアルタイムで

のシミュレーションやプログラムの実

行二状態をモニタすることができ,効率の

良いプログラムデバッグを行なうこと

80

ができる｡

16ビットDMACの開発

16ビットマイクロコン ヒュ”タンス

テムで,データ転送を高速に実行する

DMAC(ダイ レクトメモリアクセスコ

ントローラ)を開発した(図5)く〉

二のLSIは,16ビットDMACと Lて,

1世界で最初に開発されたものであり,

沸このような特徴をもっている｡

(1)一最高転送速度:毎秒4M′ヾイト

(2)独立チャネル数:4本

(3)アレイチェイン,リンクアレイチェ

インなど,多様なデータブロック転送

(4)メモリと周辺デバイス臥 及びメ

モリとメモリ間のデータ転送

(5)リトライなどのエラー処理を始め

とする各種例外処理機能

このDMACは,ハ【ドディスクやグ

ラフィ ックディ スプレイなどコントロ

【ラとメイ ンメモリ間のデータ転こ送な

ど,高速に大量のデータを転送する用

途に過Lている｡

図5 16ビットDMAC

16ビットマイクロコンピュータ68000用

汎用OS"CP/M-68K”の完成

CP/M(ControIProgramforMicro-

computer)は,ディジタルリサーチ社が

開発したマイクロコンピュータ用のOS

(オペレーティングシステム)で,現れ三

8080系,8086系のパーソナルコンヒュ

【タ及び開発装置_Lで利用され,1,000

櫨矩以､卜のんむ用ソフトウェアがJ允過し

ている｡一方,16ビットマイクロコン

ヒュ一夕68000は,メモリ空間の広さ,

高速処押能力,32ビットヘの拡弓長件な

ど優れた特徴をもっているため,高件

能･高機能が要求されるOA,計測,制

御など各種の分野に止こく過J円されつつ

ある｡これらの仲居の巾で日立‾製作所

は,ディ ジタルリサーチ杜と共同で

68000用CP/M(CP/M-68Kと呼ぶ｡)を

開発した(表4)｡その弓寺長は次のとお

りである｡

(1)応用ソフトウェアの清川

CP/M-68Kの開発と併行して,高級

言語を開発した｡高級言語で記述され

た応片いノフトウェアを少量のイ倭正でf占

用できる(つ

(2)各∃陣ノ＼-ドゥェアへの移植が容易

入出力装置に依存する部分と依存し

なし､部分とを分離し,簡単なインタフ

ェースで接続している｡利用者は入出

力装置のドライバを組み込むことによ

り,他のハードウェアヘCP/M-68Kを

容易に移柵できる｡

(3)コン/ヾクトなOSで操作性谷端

本休部分は22kgでコンパクトにまと

まっており,コマンドやファイルの指

延方法は,8080系及び8086系CP/Mと

同じで簡持さになっている｡

なお,CP/Mは,ディ ジタルリサー

チ社の登録商標名である｡

CMOSシングルチップ"coDEC”

の製品イヒ

3系列8品挿のシングルチップフィ

ルタ什コーデック"COMBO･CODEC''

を日本電信電話公社の指導のもとで開

発し製品化した｡CODECは電子交換

機などにご将来大きな需要が見込まれて



表4 CP/M-68K仕様

Ⅰ員 目 仕 様

ハ ー ド 構 成 ･68000CPU ･128kバイトのメインメモリ
(最小)

･フロツヒーディスク又ほハードディスク
●

コンソール

フ ァ イ ル 名
ファイル名はく名前〉･く型名〉でコマンドファイルの型名がや68K”となる以

外80黒CP Mと同じ

コ マ ン ド
･ビルトイン コマント‥ ‥7種類

･トランシ工ント コマント(標準)･…･･ll種顆

B D O S コ ー ル

･機能コ【ド45種蒋(70ログラムの口【ド機能などを含むr.)

･コーリングシーケンス

DO敬一 機能コード,Dl-パラメータ,TRAP;‡Z

B10 S コ ー

ル
･機能コード21種蝉

■コーリングシーケンス

DO敷く 機能コート,Dl.D2-パラメータ,TRAP‡【3

コマンドファイル形式 ･シンボルテーブル,リロケーション情報を待ったリロケータブル形式と
(ロードモジュール) 絶対番地形式

表5 CODECラインアップ

表6 高速CMOSマスクROM製品系列

型 名
メモリ構成

(語ゝビット)

アクセスタイム

(Max.)

消費電力(typ.)
パッケージ ビン数

動作時 スタンバイ時

HN引364P F 畠kX8 250rlS

25011S

50mW 5/JW
DlJP

FPP

28

54

HN61365P 8k:く8 50nl〉J 5/∠W DILP Z4

HN6+366P 8kx8 250ns 50mW DトLP Z4

HN613128PF

HN【‖3256PF

16k)こ8 25011S 50rTIW 5.uW
DILP

FPP

DlJP

FPP

28

54

32kニく8 250ns 50nlW 5.‖W
28

54

蒜n

曜独 将′締脚蛋てミゾ 厳秘放 瓜柵

シリーズ 型 名 外 形

変

換

消費電力

(typ.)
CR

フィルタ

基 準 電 圧 ク ロ ッ ク

発生
内部 外部 内 部 非 同 期

PCM

クロック

則 mW 調整 調整 クロック 動 作 周波数
(kHz)

442iD

HD442【OA DILC-28 /ノ

150 なし 内蔵 なL

外付

R

4個

】28kHz

外部

入力

可 64‾--2′048HD44211A DILC-24 A

HD4421ZA DルC-24

44Z20 HD44222 DlJC-16 /+ 40

60

なL 外 部 供 給 PJ+回路 可 64､2′04畠

44Z30

HD44231A DルGl16 A

あり 内蔵 内蔵 分周 器

不 可 l′536

r′544

2′048

HD44232A DルG-16

HD44Z33A DILG-L6 A

ノJ

可
HD44234A DILG-+6

いるが,多機能かつ高精度なアナログ

特怖か要求されるため,従米そのシン

グルチップ化が附ヲ経とされていた｡シ

ングルチ･ノブ化のため,スイッチト キ

ャ/ヾシタr自]格技術を採用L,MOSアナ

ログ技術の開発･改良を行ない,北米･

日本仕様(〃則)/欧州什様(A則),外形,

付帯機能の追う表5にホす8品椎のフ

ィルタ付コーデ･ソクのシリーズ化に成

功LたLついずれもCMOSプロセスをす采

川L,帆消守宮ノiミはノJ化を阿/ノているっ ま

た,ノ.仁畔`■立件源,ト勺郎クロリク発斗二L上+

上略,入力CRフィルタなどのl勺店を特

徴とする.打一件は,伯j臼部占こ▲を含めてコ

スト 作能巾で♂)一拉過なシステム.設計

が可7稚であるL､

高速CMOSマスク

ROM製品系列の強イヒ

ーフィクロコンヒュ一夕のJ芯+朋範匪け広

大,および情報処理の高度化,多様化

にともなう,マスクROM(Mask Pro-

grammable Read Only Memory)の大

谷_韻二化,高速化,低消費電力化の要求

にこたえて,CMOS(7)イ托`毒力件に力‖え,

高菜枯J空,高速件能を備えたマスクROM

盲製品系列の開発,強化をトズトってきた(表

6)｡木製んⅠ一系列は,アクセスタイム最

大250nsと高速で,かつ動作時電力は

平均50mW(スタンバイ時電力5/JW)

とイ氏電力であり,バッテリ【,バックア

ップなどのシステムにも拉過で,コーー

ドレス端末,ポ【タブル機器=に有川で

ある｡メモリ谷盲は,64kビットかごっ

256kビ､ソトまでのものを製L与了】化してお

り,システムの規模に応じたニーズに

対応できるようにLている｡

64kビットCMOSスタティック

RAMの開発

OA機器,パーソナルコンヒューー一夕

など,マイクロコンピュータ応朋機器

の高性能化,小形化に伴い,スタティ

lソクRAMの大容量化のニーーズが強く
なっている｡この要求にこたえ,8k語

×8ビット構成グ‾)64kビットスタティ ッ

クRAM,HM6264を開発Lた(図6)｡

本製品では,2ノノmノJU工技術と2屑ポリ

シリコン構造による新フ‾ロセス技術に

より,微細化を達成し,周辺回路構成

上の‾T二大とでナわせて,高速･低消費電

力64kビットスタティ
ソクRAMを実現

Lた｡また微射‖化に伴う歩留まり机下

をl坊ぐため,レーーザによるポリ シリコ

ン配線の拡J牧接続技術を応用した,イ言

鰍性の高い欠陥ビット敗績技術を新た

に開発し,適用Lた‖ 本製品の主な仕

様を表7にホす｡ヰこ製品の特士壬は,

(1)8k語×8ビット構成となってぶ

り,人出プJ共通端子とな一-1ているため,

バイトワイドのマイクロコンヒ■ユータ

応用システムでの実装設計が谷易にな

っているrJ

(2)アクセスタイムは100ns,120ns及

び150nsと高速になっている｡

(3)消費電力は,動作時200mWtyp.,ス

タンバイ10/ノWtyp.(LPシリー-ズ)と

低消費電ノJであり,電池動作,電池バ

､ソクア､ノブも‾叶能となっている｡つ

(4)28ビン標準パッケージに封人され,

ヒン配置は64kビットEPROM形であ

り,世界標準タイプ‾となっている｡二の

ためEPROMとjモ適ポ【ドの使用が可

能であI),16kビットスタティソクR

AMか′Jの拡張も布端になっている｡

匡】6 64kビット

CMOSスタティッ

クRAM,HM6264

表7 HM6264の主なイ士様

項 員 仕 様

メ モ リ 構 成 8′192語X8ヒット

電 i原 電 圧 5V＋10%

アクセスタイム

HM6264P一川HM6264LP-10川O11S(M∂X.)

HM6264P-12･HM6264LP-121ZOns(Max_)

HM6264P-15′HM6Z64LP-15150rlSイMax,)

消費 動 作 時 200mW(t叩.)
電力 スタンバイ時 10/ノW(tvp.)(LPシリーズ)
入力

電圧

V'=_ D.8V(Max.)
l｢】‖ 2.2V(Max一)

出力

電圧

t′川 0.4V(Max,)J=L=2.lr†1A
l′■川】 2.4V(l¶ln)上州ニ ーl.Om.′A

ピ ン 数 28ピンEPROMタイプ

高速バイポーラメモリの開発

バイポーラメモリは大形コンビュ【

タなどのシステムの■副生能化を阿る 卜

できわめて重要なデバイスであI),そ

の最大の特長である高速化および大容

量化の要求が強い｡この要求にこたえ

るため開発を進め,現在1kビットでrノ1月

(最大アドレスアクセス時間)6ns,4k

ビットで8ns,16kビットで25nsの性

能を達成している｡またユーザ】の多

様の要求にこたえるため,ビット構成

の多様化,ECLlOKおよぴECLlOOKコ

ンパチブル製品ならびに実装密度を卜

げるためのパ､ソケージの多様化(DiLG,

フラットパッケージ,リードレスチッ

プキャリア)も合わせ開発を進めてき

た｡今後は‾最新の半導体プロセス技術

および高速回路技術をもとに,図7に

ホすようにさらに高速化を進める子完三

である｡

光半導体素子製品系列の強イヒ

光応用システムのキl一千′ヾイ スであ

るLD(レーーザダイオ【ド)として,さノk

良780nm,光=力5ⅢWりHL7801,池上主

81
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=く声与今後の動向

4kビット

HMlO470

HM2112-1

16kビット

"M-0480㌔
HMlO470H

HM2142-1

HMlO422-6

1g74 1976 1g78 1980 1982

年 次

図7 日立バイポーラメモリの性能推移

筋骨
A形 M形 M形バッケ【シ内素子配置

図8 日立高出力レーザダイオードのパッケージ

830nm,光出力15mWのHLPlOOOシリ

ーズ,しきい電流35mAと小さいHLP

3000シリー-ズ,波良1,300nm,光出ブJ5m

W(7)HLP5000シリーズ'と製品系列を強

化してきたが,新たに高山力LD2r打l純

を系列に仙1えた′+

可視■亡さ川りJLDHL7802は,兆民780

nm,光汁りJlOmWでレーザビームフリ

ンタの高速化を可能にし,dさ外高出力

LDHL8312は波長830nm,光出力20mW

で光メモ

にLた｡

トデイ オ

ツケーシ,

りディ スクの書込機能を可能

二れJ)烏‖リノLDには,PD(ホ

ード)内蔵のE形･G形与も寓ハ

システム横言､+▼用のA形開放

/､ツケーーンかある.っまた,特性一女走か強

く望まれる用途には,PDc7〕他に氾_度制

御川のTEクーラ,サー一三スタ内儀の

M彬～も宮ハツケーンが責立通である(図

8)√｡

モノリシック16ビットD-A

コンノヾ一夕の開発

CPUグ)普及と,イ話号のディ ジタル処

珊化にともない,縞精度で安価なモノ

リンツクコンバータへグ)要求が高まっ

てきたj｡新たに開発した16ビットD-A

コンバータは､Ⅰ2L-RAMl勺蔵の誤差｢1

J補正方二式を採用したもので(図9),通

ノ苗'の拡散抵抗比で精度達成附雉なトイ立

5ビットの誤差を検出i,A-D変換して

RAMに記帳し,実変換時はRAMから

言売.み出し補jI二をかけることによって,ト

リ ミ ングなど_の特殊フてロセスを使用せ
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ジタルIC特性比重交表

舟特

スーパーショットキー形TTL ショットキー形TTL 低電力ショットキー形TTL
適当

HD74AJS系列 HD74S系列 HD74LS系列

チ
ッ
プ
一
芸
応
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
の
例
一

N-巨L

N EP

SlOご(CVD)

Burrld N＋

P基板

N SBD lSO

P◆ 萌三
t一= tノ'い

基

本

回

路

構

成

HD74SOO

単位(し=

GND

GND

HD74LS500

単位(!2)

図II HD74AJS,HD了4LS基本回路及び構造比較

ずに高い精度を得ている｡

スーノヾ-ショットキーTTL

HD74ALSシリーズの開発

標準.論j型ICと LてTTLはJヱごく･･舟芝

に用いられてきた｡二のTTLフ7 ミリ

ーに対Iノても､高速化,帆竜ノJ化の市

場要求は強く､二の安求を満たすため

スーパ【シ ョ ットキーTTL HD74ALS

シリ【ズが開発された.｡ニグ)製品は,

酸化膜分離,微細加しl二などの先進技術

を用い,従来の同杵製一打一に比べその特

性を一段と向上させることに成J‾ノJして

いる｡図10に各論+曙ICの代表什J持作比

較を,また図11には,断面構造と従来

のTTL鬼:本kTl主格とグ)比較を示した｡

HD74ALSシリーズは､硯/一三まで20品

柁グ).開発か完了L,ニ将来はLS-TTLと

同様､100品椎を超える系列‾製.与‾いこまで

･拡人される｡本シリーズが加わること

により,TTL選定の幅がいっそう広が

り各種システムのグレードア､ノブが実

現されやすく なろう｡

フロッピーディスク周辺ICの

開発

フロッビ【ディスクはOA機器の外

部記憶装置として急激に需要が増大し

ており,それと同時にコンパクト化の

要求が高まってきている(匡It2)｡新た

に開発したリード回路用ICはリニア,

ナイ ンタルi比イ1三の回路を1チッ70化し

たものであり,ヘッドからの微小信号

を増幅し,ディジタル信号に変換して

出力する機能をもつ｡また,VFOICは

ディ ジタルPLL機能をもったデータ

セパレート用ICであり,従来LS-TTL

ゲ【ト15～20個で構成されていた回路



表8 高速ダイオードの主なイ士様

シリーズ名 形 式
主 な 仕 様

バッケーシ

レ′l川＼1(∨) ル(A=(A) Q.仙1.,r71｢.(

DFG

DFGIA 200､800 l T..0.2

ガラスホンド
DFG2A 200〔′800 2 T',rO,2

DFF

DFF20B 】′000,l′200 20 T.,l.5

フラットベース

DFF50B 800､l′500 50 Trrl.5

DFS

DFS80A/ノAR 8DO～l′50t〕 80 Qr50
スタット形

DFS25〔IA/′AR 800-l,5【)0 250 Qr50

CP〕

DMAC

FDC

VFO

HA16632AP

インタ

フェース

○
ディスケット

READ回路
HAl(;631P

WRITE回路

モータドライブ制御
HA13406

その他制御回路

FDD

FDD:FJOPPY DISK DRlVE

FDC:FしOPPY DISK CONTROLER

VFO:VARIABLE FR巨0∪巨NCY OSCILLATOR

図12 フロッピーディスク周辺システム

ブロック図

の1チ､ソプ化ICである｡さらにモータ

ドライブ桐ICとして,ドライブ電流容

量,耐圧などJ召途に応じて5品種開発

されており,これら専用ICにより部品点

数の大幅な低ブ成ならびにシステムク〕小

形化が■可能である｡

高速ダイオードシリーズの製品イヒ

近年,産業機器,民生機器の各分野で

は装置の高効率化を図るため,装置の高

周波化,スイッチング化が急速に広ま

ってし､る｡この動向をとらえ,装置の

用途にマッチした高速ダイオードのシ

リⅥズ化を行ない製品化した｡高速デ

イオーードの主な仕様を表8に示す｡主

な特長,用途は,

(1)DFGシリーズ

オうスポンド形高速ダイオードで素

了一の高速性と同時に高温特性を新トー

プ材の開発により改善Lた｡主な用途

は,スイッチング電源など｡

(2)DFFシリーズ

フラットベースタイプで高耐圧が特

長である｡GTOとの組合せで汎用イン

バータなどに使用する｡

(3)DFSシリーズ

スタット形で高電流,高耐性｡産業

用イ ンバータなどのフライホイールダ

イオードに使用する｡

新形SSRシリーズの製品イヒ

SSRとは,Solid State Relayの略

匝亘司

囲

lNPUT

‡器i
⊂>

匝亘互司0

回0

匝司0

匝亘亘亘亘司 0

匝司 0

匝車重亘司 0

プロクラム

巨垂亘三互互三∃

敷衝撃応力

解析プロクラム

多層椰追応力
解析プロクラム

接合屠寿命
予測プロクラム

匝亘亘亘亘互三三]

区I13 HISETSによる計算

表9 ソリッドステートリレー(SSR)の機能

0UTPUT

O⊂亘亘亘亘二二]

D⊂亘:亘:亘コ

0⊂垂互コ

0巨互三重三三垂司

0[::::車重亘車重コ

0匝頭

+ineVoltage(∨)

∨】)ml(V)
AClOO/′110 AC200/220

Ci｢curtd旧gram

け(rmp)(A) TYPE 400 600

2 NFZ2A[+Al

会冒ご:三ニr致erTr【gger史実
5 NFM5A□Al

10 NFMlOA□Al

16 NFM16A[]Al
2 NFZ2B□Al

会 冒:こ㌔rTr脚

皇喜
5 NFM5B□Al

10 NFMlOBUAl

16 NFM16B□Al

称で,従来の電磁メカリレーに対Lて,

半導体スイッチング素一了･を接カ､の代わ

りに用いた静Ⅰ卜形リレーである｡スイ､ソ

ナング制御部に,電源位相を検出し動

作させる機能(ゼロクロス回路)を付加

することもでき,電磁メカリ レーに対

Lて多くの俊れた血をも一〕てし､るしつ

表9にSSRの機能卜ぎーと製ポー系列を′Jミ

す｡その特長は,

(1)2Aから16Aまでをシリーズ1ヒL,

特に2ASSRはSingle-in-1ine形のパッ

ケージで高密度設計か可能である｡

(2)入力側にホトカプラを用い出力側

との電気的絶縁を施しているため,人

力側回路が出力側に影響されない｡

(3)ゼロクロスを内戚LたSSRの場介

は,電J土が零近くでしか導通しないた

め,ラジオノイズの低減ができる〔,

半導体パッケージ熟強度設計用

ソフトウェアの開発

半導体1Cc7)高菜緋化と実装の高密度

化に対応して,超LSIなどのバツケーー

ジの設計段ド皆で,計算機を侍ったシミ

ュレーションによってイ言索引生の高い構

造を見いだせるソフトウェアHISETS

(HitachiSemiconductor ThermalSt-

rength Design Programs)引詞発Lた【｡

HISETSでは､製品化しよう とする

半導体製品のパッケージの構造案の各

部寸法や最大負荷電力などをインプッ

トすると,熱抵抗や接合層寿命などパ

･ソケージ構造を決定する
Lで蕪要な各

椎計算結果がアウトプットされる(図

13)｡これらをもとにした構造改良を練

り返すことにより,試作品によるイ古根

性確認試験の回数を減らすことか可能

となり,新製品開発の期間短縮iか'期待

図14 HSPチップ

できる｡

高性能ディジタル信号処理+Sl

プロセッサ"HSP”の開発と応用

ボイスメール,FAX用モデム,狭帯

域電i講システム,打声分析･認識シス

テムなどOA,適イ言分町を【-トL､にディ ジ

タル信号処判り缶用システムの開発;読争

が激化Lている｡今山,二れJ〕システム

のキーデバイスとなる高件能シングル

チップディ ジタルイ言号処j塑LSIプロセ

ッサ"HSP”を開発し,他社に先駆けて

r二記応用システム′＼の適用開発を行な

った｡

HSP(図14)の開発では(1)信号処理

に適した独｢1のi手動小数ノ串+寅算ノナ式を

開発し,(2)3/∠mCMOS低電力高速回路

技術を開発し,(3)集積度55k素-r-,ク

ロック16MHz,横利演算速度250ns,消

費電力200mWを実現した｡

一方∴-HSP''応用システムとして,1

ボード実時間古声分析システムを世界

で初めて実用化したく〕
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